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Condensator en. Weerstanden,
L. Czpaciteit Code ey R Heerstand Codenunner
1 320 ppF, 23 190 180 1 250 @ . 28 770 190
2- 2000 :ﬁ; 260 2 64000 W . 430
2 %gg - i3g 3 10000 . 350
5 - 20 “ - oéo z 222 o s
6 20 ¢ 060 g- 250 : .138
g i 27 v 28 210 690 7 50000 # - 420
8 : 2? L 690 8 L1 R -
- 39w 840 0,5 Ih:;& Pgll.pot.meter
'10- 50000 * . 28 199 060 18 100% Q 25 770 250
11 525 = NSN 11 1000 * - 2
12 - 50000 » 28 199 060 12 0,2 NQ . 480
13 . 27 28 210 690 13 1 550
14 a7 690 13 e, .
1 524 < omw O o 4005 g it
17 50000 ¥ 28 199 060 17 - 0,2 Nl . e
18 50000 . 020 18 Opl ® . 450
20 700 v sgags abe b 23 ey B iE =
i =\ . X . ¥
gé 140 % . 28210 540 21 20000 ®* . 28 770 380
23w A R
3 v 23 S0000 * 1 W. 28 771 070
g; 21%3 Ak 24 2x 0,1 NQ 1 W. //
2 T 25 3x0,125 * 1 W
g? 5 > S? . 4 ® . 28 770 610
1000 Q
28 725 28 191 370 28 25000 "  lin. dr. Prost
%g g% . 2% 130 égo %ﬁ) %?%?Ohm;" 28 771 090 1W.
. ; . _
31 525 ©* NSN 31. 2x20000 ® . 28 771030 1 W.
32 20 M. k21060 22 e e 1 e
3% 50000 o, B
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%2 ;0080 x 35;5 | 100020 H% . )
37 140 . Ol1 ww
38 140 "% 3 .
= ol 38 . 5000 Q - ; R
40 200" » 28 190 160 i
41 10000 ® . 28 158 ag0  paueent
42 25 pF 28 180 020 X AF 3
43 200 upF 2 AK 2
44 . 50000 W . 3 AF 3
4.5 2000 28 198 920 4 ABG 1
46 16000 28 199 010 5 AL 2
47 25 LF 6 AZ 1 -
48 0,25 * 28 199 130 7 4Ve 0,3 A
8 4V, 0,3 Ae
51- 50000 puf . % T= 945 @, GK 560 55
52 - 50000 ®* - 8 3= 110 )
237 . 10 BE. 450 FFBe g5, 500 ) GK 560 54
7 _Ge2H  uE
55 50000 %% -
56 16 uF . 450 V.
57 16 450 V..




